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(549) Bolometru supraconductor

(57) Rezumat:
1
Inventia se referd la receptoare de radiatie

cu racire pentru masurarea fluxurilor slabe de
radiatie din diapazonul de lungimi de unde
milimetrice §i submilimetrice.

Bolometrul supraconductor contine un
criostat de heliu, in care este amplasat un
regulator de temperatura si un element sensibil,
executat dintr-un semiconductor supraconduc-
tor, la care este conectat un dispozitiv de

inregistrare. Elementul sensibil este executat in

15

forma de peliculda moznocristaliné din telurura

de staniu dopatd cu galiu Sn; . Ga,Te, unde

x=0,01...0,0225, obtinutd prin depunerea

materialului semiconductor supraconductor pe

un substrat de fluorurd de bariu BaF,.
Revendicari: 1

Figuri: 2



(54) Superconducting bolometer

(57) Abstract:
1
The invention relates to the cooled

radiation detectors for measurement of low
radiation fluxes from the millimeter and
submillimeter wavelength range.

The superconducting bolometer comprises 10
a helium cryostat, in which is placed a
temperature regulator and a sensing element,
made of superconducting semiconductor, to 15
which is connected a recording device. The

sensing element is made in the form of a

(54) CBepxnpoBOIHUKOBBIN 00J10MeTP

(57) Pegepar:
1
I/I306peTeHHe OTHOCHTCA K OXJTaXKIaCMbIM

IIPHEMHUKAM HU3Iy4eHHUS IS H3MEpPEHUA
Cra0bIX ITOTOKOB H3IYUCHHS W3 JHAIla30Ha
MHJUIIMETPOBBIX H CYOMIJUIUMETPOBBIX JUTHH
BOJIH. 10
CBepXIIPOBOJIHUKOBBIE OoIOMETp  cozep-
JKUT TEIUEBBIH KpHOCTaT, B KOTOPOM pac-
HOTOKEH — PEryiaTop — TeMIEPaTyphl U {5
YYBCTBUTCIHHBIH JIIEMCHT, BBIIOIHCHHBIH H3

CBCPXIIPOBOIANICTO IIOJTYyIIPOBO/HHKA, K

2
monocrystalline film of tin telluride doped

with gallium Sn;_Ga,Te, wherein
x=0.01...0.0225, produced by deposition of the
superconducting semiconductor material on a
substrate of barium fluoride BaF,.

Claims: 1

Fig.: 2

2
KOTOPOMY  HOAKIIOUYCHO  PETHCTPUPYIONICES

YCTPOUCTBO. YUyBCTBUTEIBHBII 3JIEMEHT
BEIIOTHEH B BHAC MOHOKPUCTAIUTHYCCKOMH
IUICHKH U3 TEUTYPHIa OJI0Ba, JICTHPOBAHHOTO
rammeMm  Sn;Ga,Te, rme x=0,01...0,0225,
MOIYYCHHOW OCaXJICHUEM CBEPXIIPOBOAIIETO
MOTYIPOBOJHIKOBOIO MaTepHala Ha IOA-
JTOXKY u3 (ropuna Oapus BaF,.

I1. popmymsr: 1

Qur.: 2
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Descriere:

Inventia se refera la receptoare de radiatie cu racire pentru masurarea fluxurilor slabe
de radiatie din diapazonul de lungimi de unde milimetrice si submilimetrice.

Este cunoscut un bolometru, care contine un criostat de heliu cu un regulator de
temperatura, in care este amplasat un element sensibil supraconductor in forma de fir
monocristalin, executat dintr-un semiconductor de telururd de plumb dopatd cu taliu
Pb T, Te, unde x=0,01...0,0225, la care este conectat un dispozitiv de inregistrare.
Functionarea dispozitivelor de acest tip se bazeaza pe faptul cd sub influenta radiatiei are
loc incdlzirea elementului supraconductor si, astfel, se modifica rezistenta in regiunea
trecerii materialului in starea supraconductibila [1].

Dezavantajele acestui bolometru constau in faptul cd acesta, fiind fabricat pe baza
unui fir monocristalin, necesita aplicarea unor metode speciale de fixare a contactelor
pentru excluderea plesnirii firului de-a lungul planului de clivaj [100] din cauza valorii
mari a coeficientului de dilatare termica, totodatd taliul folosit in calitate de dopant este
un material toxic.

Problema pe care o rezolvd inventia constd in fabricarea unui bolometru rezistent la
dilatdri termice, precum si In excluderea utilizarii materialului toxic.

Bolometrul supraconductor, conform inventiei, inlaturd dezavantajele mentionate mai
sus prin aceea ca contine un criostat de heliu, in care este amplasat un regulator de
temperaturd si un element sensibil, executat dintr-un semiconductor supraconductor, la
care este conectat un dispozitiv de inregistrare. Elementul sensibil este executat in forma
de peliculd monocristalind din telururda de staniu dopatd cu galiu Sn;.Ga,Te, unde
x=0,01...0,0225, obtinutd prin depunerea materialului semiconductor supraconductor pe
un substrat de fluorura de bariu BaF,.

in dispozitivul propus pentru detectarea fluxurilor de radiatie infrarosie se foloseste
proprietatea interioard specifica a Sn;_Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, din care este fabricat
elementul sensibil, si anume aparitia stérii supraconductoare in materialul semiconductor
SnTe<Ga>, care este determinatd de urmatoarele: doparea telururii de staniu cu galiu duce
la formarea benzii cvasilocale cu densitatea mare a starilor in zona de valentd (indepartatad
de varfla 0,1 eV cu latimea de 5...10 meV) pe fondul spectrului permis. Anume existenta
benzii cvasilocale cu densitatea mare a starilor in zona de valentd si explica toatd gama,
inclusiv starea supraconductoare in telurura de staniu dopata cu galiu.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1-2, care reprezinta:

- fig. 1, schema-bloc a bolometrului supraconductor;

- fig. 2, graficul dependentei rezistentei de temperatura elementului sensibil.

in fig. 1 este prezentati schema-bloc a bolometrului supraconductor propus. In
criostatul de heliu 1 este amplasat elementul sensibil 2 in forma de peliculd mono-
cristalind de telururd de staniu dopaté cu galiu Sn;_Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, obtinuta
prin depunerea materialului semiconductor supraconductor SnTe<Ga> pe substratul de
fluorurd de bariu BaF,, conectat cu dispozitivul de inregistrare 4. Elementul sensibil este
plasat in sistemul 3, pentru reglarea si controlul temperaturii lui de lucru.

Functionarea bolometrului este bazatdi pe dependenta rezistentei clectrice de
temperatura elementului sensibil, si anume se foloseste trecerca elementului sensibil in
starea supraconductibild cu alegerea punctului de lucru la mijlocul acestei treceri, care se
atinge prin micgorarea temperaturii pand la T ~ 3,25K, cand dR/dT este de sute de ori mai
mare decat marimea dR/dT in regimul semiconductor si, prin urmare, creste de sute de ori
sensibilitatea elementului sensibil.

Trecerea din starea supraconductoare in cea normald a elementului sensibil poate fi
folosita ca semnal de trecere a marimii puterii radiatiei peste valoarea critici. in domeniul
starii normale a elementului sensibil dispozitivul se foloseste de asemenea pentru
masurarea radiatiei, deoarece rezistenta lui are dependenta rezistentei de temperaturd
caracteristicd pentru semiconductori.

in fig. 2 este prezentatd dependenta caracteristicd rezistentei de temperaturd R(T) a
elementului sensibil de Sn; ,Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, cu evidentierea punctului de
lucru al dispozitivului propus.

A fost executat un prototip experimental, care contine elementul sensibil in formd de
peliculd monocristalind din SngesGagg,Te, obtinut prin depunerea materialului semi-
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4

conductor supraconductor SnTe<Ga> pe substratul de fluorura de bariu BaF,, care
include urmatoarele proceduri tehnologice:

- depunerea materialului semiconductor supraconductor SnTe<Ga> se executd pe
substratul de fluorurd de bariu BaF,, cu orientarea cristalina selectatd, de exemplu, (111),
(100) sau (110), in camera de crestere a instalatiei de epitaxie moleculard cu fascicul (vid
la nivelul de 10™"'mm ai coloanei de mercur);

- depunerea materialului semiconductor supraconductor SnTe<Ga> se executd prin
evaporarea din trei celule de tipul Knudsen, care au fost incércate cu SnTe, Ga si Te;

- controlul compozitiei si al grosimii stratului se executd cu ajutorul aparatelor, cu care
este dotata instalatia;

- studiul proprietatilor electrofizice ale probelor de material semiconductor
supraconductor SnTe<Ga> se executa la temperaturi joase 1n intervalul 0,4...4,2K;

- fabricarea elementului sensibil se efectueazd prin scribing (incizia si ruperea
ulterioara).

in calitate de sursi a radiatiei infrarosii se foloseste rezistorul, radiatia ciruia se
determind prin curentul care se scurge prin el. Totodatd unicul parametru de lucru al
dispozitivului este rezistenta elementului sensibil.

Datoritd gamei largi de detectare a radiatiei infrarosii a bolometrului supraconductor
este posibil de a folosi bolometrul in scopul Inregistrarii semnalelor infrarosii, obtinerii
imaginii termice a diferitelor obiecte cu o variatie mare a intensitdtii, de exemplu, la
filmarea suprafetei pamantului, apei, in diferite retele opto-electronice de masurare,
circuite de comanda automata $i monitorizare a radiatiei, etc.

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:
1. MD 3436 B2 2007.11.30

(57) Revendicari:

Bolometru supraconductor, care contine un criostat de heliu, in care este amplasat
un regulator de temperaturd i un element sensibil, executat dintr-un semiconductor
supraconductor, la care este conectat un dispozitiv de inregistrare, caracterizat prin
aceea ca clementul sensibil este executat in forma de peliculd monocristaling din telurura
de staniu dopatd cu galiu Sn;Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, obtinutd prin depuncrea
materialului semiconductor supraconductor pe un substrat de fluoruréd de bariu BaF.,.

Sef Sectie: SAU Tatiana
Examinator: GHITU Irina
Redactor: CANTER Svetlana

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisindu, Republica Moldova



MD 689 Y 2013.10.31

5

/ 1

Fig. 1

1,2

1,0

0,8

0,6

R, Ohm

0,4

0,2

0,0

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3.2 3.4 3,6 3.8 4.0 4,2
T, K

Fig. 2



AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII MOLDOV A

RAPORT DE DOCUMENTARE

1. Datele de identificare a cererii

(21) Nr. depozit: s2013 0029

(22) Data depozit: 2013.02.22

(71) Solicitant: INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICA SI NANOTEHNOLOGII
"D. Ghitu" al ASM, MD

(54) Titlul: Bolometru supraconductor

II. Clasificarea obiectului inventiei:
(51) Int.Cl: G01]J 5/20 (2006.01)
HOI1L 31/09 (2006.01)
HOI1L 39/12 (2006.01)

III. Colectii si Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuatii de
cautare reprezentative)

MD - Intern « Documentare Inventii » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automata
stanga/dreapta):
GO01J 5, HO1L 31, HO1L 39, bolometr, supraconduct, receptoare AND radiati

IV. Baze de date si colectii de literaturd nonbrevet cercetate

hitp:/fro.wikipedia.ore
httn:Awww femto.comauadindexd btmi
htipdwww. gooele.ry/

V. Documente considerate a fi relevante

Categoria® | Date de identificare ale documentelor citate si, unde este Numarul revendicarii
cazul, indicarea pasajelor pertinente vizate

A MD 3407 2011.09.30 1

A MD 4717 2012.08.31 1

A,C,D MD 3436 B2 2007.11.30 1

* categoriile speciale ale documentelor citate:

A — document care defineste stadiul anterior | T — document publicat dupd data depozitului sau
general a prioritatii invocate, care nu apartine stadiului
pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a
pune 1n evidenta principiul sau teoria pe care se
bazeaza inventia

X — document de relevantd deosebitd: inventia | E — document anterior dar publicat la data depozit
revendicatd nu poate fu consideratd noud sau | national reglementar sau dupd aceasta data
implicand activitate inventivd cand
documentul este luat in consideratie de unul
singur

Y — document de relevantd deosebitd: inventia | D — document mentionat in descrierea cererii de
revendicatd nu poate fu considerata ca brevet




implicand activitate inventivd cand
documentul este asociat cu unul sau mai
multe documente de aceiasi categorie

O - document referitor la o divulgare orala,
un act de folosire, la o expozitie sau la orice
alte mijloace de divulgare

C — document considerat ca cea mai apropiata
solutie

& — document, care face parte din aceeasi familie de
brevete

P - document publicat inainte de data de
depozit, dar dupa data prioritatii invocate

L — document citat cu alte scopuri

Data finalizarii documentarii 2013.08.19

Examinator GHITU Irina jr.




	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 3 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 4 - DRAWINGS
	Page 5 - DRAWINGS
	Page 6 - SEARCH_REPORT
	Page 7 - SEARCH_REPORT

